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Vyndlez se tyka zplisobu vyroby mono-
krystaldl siranu triglycinia TGS velkychroz-
mérti.

Regi zpisob vyroby monokrystalli TGS s
homogenn& zabudovanymi polarizujicimi p¥i-
mésemi, popf. nefistotami, za vzniku jen mi-
nimélniho mnoZstvi odpadu, kde Fezem ne-
bo vybrouSenim monokrystalu se ziskd ten-
k¢ vybrus pouZitelny jako aktivni ¢idlo,
vhodné nap?. pro pyroelektrické detektory.

Podstata vyndlezu spodivd ve zplisobu
péstovani monokrystaltl velkych objemi ze
zarodku, z roztok@ na bézi siranu triglyci-
nia nebo izomorfd, kde se jako zarodku v
riistovém roztoku pouZije desticky siranu
triglycinia s jedinou ristovou plochou risto-
vého pdsma (hOl) nebo se dvéma protileh-
lymi a krystalograficky ekvivalentnimi ris-
tovymi plochami réstového pdsma (hOl),
pFitem# prirGstdni elementdrnich bun&k
krystalu ve smdru kolmém k rlistové ploSe
se vymez{ f6lii, ktera obklopuje boky zérod-
ku Kkrystalu, popf. je tvarovatelnéd tlakem
a/nebo teplem.
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Vyndlez se tyka zplsobu péstovani mono-
krystalit velkych objem@ ze zarodkd, a to
7 roztok®l na bézi siranu triglycinia.

Monokrystaly siranu triglycinia (TGS)
jsou jednim z nejvice souhrnné studovanych
ferroelektrickych materiald. Prvni o synté-
ze této slouceniny se zmifiuje J. Nickles
[Compt. rend. trav. chim. (1849)]. V r. 1956
byly B.T. Matthiasem, C.E. Millerem a ].P.
Remeikou [Phys. Rev. 104 (1956) 849] u
drobnjch monoKkrystaltt TGS objeveny ferro-
elektrické vlastnosti. Pozdé&ji monokrystaly
na bazi TGS nachdzeji vyuZiti v technické
praxi. Napiiklad H.P. Beerman [Ferroelect-
rics 2 (1971) 123] zabyva se vyuZitim jejich
pyroelektrického efektu v detektorech infra-
gerveného zdfeni. Kombinace pomérné vy-
sokého pyroelektrického koeficientu, nizké
permitivity a nepatrné elektrické vodivosti
pii b&Zné teplotd mistnosti je jedna z vlast-
nosti, kterd pro mnohéa detekéni pouZiti nad-
Fazuje TGS vigi dalsim materidlim (viz. téZ
G. Baker, D.E. Charlton a P.]. Lock — LE.R.E.
Conference Proceedings No. 22, Infra-red
Technigues Reading 1971).

Daldi difileZitou skutefnosti pro vyuZiti
monokrystaltt na bazi TGS je jejich pomé&rné
snadnd piiprava. Tyto monokrystaly se pro
technickou praxi v oboru pyroelektrické de-
tekce zateni piipravuji bud bez p¥{mési, ne-
bo dopované polarizujicimi pFimé&semi. Ve
skutetnosti krystaly bez pfimé&si vZdy obsa-
huji malda mnoZstvi neZddoucich necistol.
Oba druhy monokrystalii se vyuZivaji pro v§-
robu aktivnich bodovych €idel pyroelektric-
kych detektort nebo velkoploSnych &idel
pyroelektrickych vidikond atd.

Piiprava zcela homogennich krystalll z
hlediska rozdé&leni necistot nebo prfimési ne-
ni v3ak zcela snadnd. To napfiklad uvadi
L.E. Garn a E.J. Sharp (I.E.E.E. Transactions
Vol. PHP 10, No. 4, 1974}, ktery upozoriiuje
na potiZze pil péstovani monokrystalt TGS
v polarni f4zi, kdy krystal je rozdé&len do
domén a roste proto nejednotné vzhledem
k rozdé&leni nedistot, pfimési a ristovych
defektli. Bylo zjiSténo, Ze tato vlastnost je
obecnéjSiho charakteru. Zgkonité je spojena
s ristem z vice Kkrystalografickych ploch,
které jsou krystalograficky neekvivalentni a
kde jedna nemtiZe byt prevedena v druhou
pomoci nékteré operace symetrie. Necisto-
ty nebo p¥imési se ekvivalentn& adsorbuji
jen do krystalograficky ekvivalentnich ris-
tovych ploch. Roste-li krystal z neekviva-
lentnich ploch, potom na rozhranich, v kte-
rych se neekvivalentni ristové plochy sty-
kaji, dochédzi ke vzniku gradientu koncentra-
ce necistot nebo primési. Tento gradient vy-
voldva neZddouci zmény v rozmeérech krysta-
lové mfiZe, coZ vede ke vzniku poruch mfi-
7Ze, a u poldrnich krystald k nehomogenni
polarizaci.

P&stovani monokrystald na bédzi TGS se
provadi krystalizaci z nasycenych roztoka
na zarodku. Obvykle se uZivd bodovych za-
rodklt nebo ty€inkovych zdrodkit (V. Jano-
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vec, B. Brezina, H. Arend, Cs. Cas. Fys. 18
/1969/ 63), z kterych je krystal p&stovan
riistem z vice réstovych ploch o sloZitém
habitu, charakterizovaném pfedevsim nej-
vetSimi rdstovymi plochami (110) a (001)
a dale fadou mensich ploch. (Viz napf. Bre-
zina, Mat. Res. Bull. Vol. 6, No. 6 /1971/ 401).
PIi pouZiti krystaldl pro pyroelektricka &idla
je nutné je opracovat.

Pyroelekirickd ¢&idla jsou velmi tenké
orientované vybrusy opatfené na protileh-
Iych plochdch elektrodami o velikostech v
rozmezi 1 aZz 25 mm?, kterd se pFipravuji
rezanim nebo brouSenim Krystalti tak, Ze
smeér vektoru spontdnni polarizace le¥ici
podél krystalografické osy b je kolmy k vel-
ké ploSe Fezu (vybrusu). Toto je geometric-
Ky splnéno u Fezu (010). Rezy (010), které
vzniknou pTekrytim vice rdéstovych ploch,
jsou co do obsahu neé&istot nebo primési
nehomogenni. Dilisledkem toho jsou riizné
hodnoty spontanni polarizace v riznych
mistech €Cidla, coZ je pro vyuZiti v uvede-
nych technickych aplikacich neZadouci. U
mqnokrystalﬁ typu TGS péstovanych b&Znym
zplisobem z bodovych nebo tyéinkovych z4-
rodkld lze zpracovat jen asi 10 % jejich
gbje,mﬁ na Fezy (010) s homogenné rozlo-
Zenymi necistotami nebo p¥imé&semi. Uve-
dené nevyhody jsou odstranény postupem
podle tohoto vynélezu, jehoZ predmétem je
zplisob p&stovani monokrystalti ze zarodkd,
z roztokli na b4zi siranu triglycinia.

Podstatou vynélezu je pracovni postup,
pii kterém se jako zdrodku v riistovém roz-
toku pouZije destitky siranu triglycinia s
jedinou rdstovou plochou riistového pasma
(hOl) nebo se dvéma protilehlymi a krysta-
lograficky ekvivalentnimi riistovymi plocha-
mi riistového pasma (hOl), pFidem# prirtista-
ni elementdrnich bun&k krystalu ve sméru
kolmém Kk ristové ploSe se vymezi £6lii, kte-
rd obklopuje boky zérodku krystalu a po-
?Fipadé je tvarovatelnd tlakem, anebo tep-
em.

Vyhodou vynédlezu jest okolnost, Ze se tim-
to postupem ziskaji monokrystaly, kde z4-
mérng priddvané polarizujici pFimé&si nebo
nezadoucné pritomné nedistoty jsou homo-
genné zabudovany v celém jejich objemu,
takZe jejich dalSsim zpracovdnim lze ziskat
pyroelektricka €idla se stejnym stupn&m za-
polarizace. Za predpokladu, e bude zvole-
na vhodné rfistova plocha, lze pro &idla zis-
kat monokrystaly s minim4lnimi odpady,
pfiCemZ navic 1ze ziskat zdrodek pro nasle-
dujici krystalizace.

Postup podle vynélezu lze pouZit pro
vSechny monokrystaly typu TGS, to jest pro
vSechny isomorfy jako jsou siran, fluorobe-
rylnatan a selenan a jejich deuterované ho-
mology, déle pro jejich tuhé roztoky a vsech-
ny tyto latky prosté zdmérnd priddvanych
piimé&si a/nebo naopak obsahujici anorga-
nické nebo/a organické primési.

Vyhody tohoto FeSeni jsou zfejmé z nésle-
dujicich pfiklad{ provedeni, které objasiiuji
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podstatu vynélezu, aniZ by ho jakymkoliv
zplisobem omezovaly.

Piiklad 1

Destitka TGS s dv&ma protilehlymi risto-
vymi plochami 001 o velikosti 40X 40 mm
se nejdiive obrousi na smirkovém papiru
SIA o zrnitosti 6/0, nato se vylesti na skle
diamantovym bortem a nakonec se nalepté
na vlhkém hedvabi vypnutém na sklen&né
desce. Takto upravend desticka se pouZije
jako zdrodek pro péstovani velkého krysta-
lického bloku TGS. Upevni se do teflonoveé-
ho ramedku a po obvodd ohrani¢i polyethy-
lenovou falii o v§Sce 40 mm na kaZdou stra-
nu. Zarodek i s rdmeckem se pomalu vyhfe-
je na teplotu nasyceného péstovaciho rozto-
ku, vloZi do péstovaciho roztoku a zvolna
mich4. Postupnym sniZovanim teploty vy-
rista zadouci monokrystal pouze na résto-
vych plochéch 001.

Piiklad 2

Desti¢ka TGS s riistovou plochou 203 o ve-
likosti nap¥. 40X 30 mm se opracuje podob-
nym zplsobem jako v piikladu 1, naceZ se
vloZi do polyethylenové krabicky z jedné
strany oteviené. Krabitka se zarodkem se
spusti na dno krystalizani nadoby s nasy-
cenym roztokem. Vodné rozpustidio se za
stalého michani odpafuje z krystalizacniho
roztoku, takZe na rlistové ploSe 203 vznikd
v krabitce homogenni krystal.

Priklad 3

Desticka selenanu triglycinia se dvé&ma
protilehlymi rdstovymi plochami 100 se o-
pracuje podobnym zpGsobem jako v piikla-
du 1 a rovndZ stejnd se zdrodek upevni do
rémedku, ktery se uloi na dno nadoby s
nasycenym Kkrystalizatnim roztokem. Za po-
zvolného sniZovani teploty nariistd na obou
plochdch 100 homogenni monokrystal.

PREDMET VYNALEZU

Zpiisob péstovani monokrystalll velkych
objemtl ze zdrodku, z roztok@ na bazi siranu
triglycinia, vyznaceny tim, Ze jako zarodku
v ristovém roztoku se pouZije desticky si-
ranu triglycinia nebo isomorfll s jedinou
riistovou plochou riistového pdsma hOl ne-
bo se dvdma protilehlymi a krystalograticky

ekvivalentnimi r@stovymi plochami ristove-
ho pasma hOl, pFi¢emZ pfirQstani elementar-
nich bungk krystalu ve sméru kolmém Kk
riistové plose se vymezi £6lif, kterd obklo-
puje boky zarodku krystalu a popfipadé& je
tvarovatelnd tlakem a/nebo teplem.
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